Мемристивный эффект в многослойных структурах Ti3C2Tx MXene/полиионная сборка
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За последние два десятилетия, прошедших с момента открытия слоистых карбидов переходных металлов – MXene, данный класс соединений нашёл применение в качестве функциональных материалов для электроники [1], энергетики [2], сенсоров [3], и др. MXene представляют собой двумерные структуры, состоящие из слоёв углерода и/или азота, и переходных металлов, ограниченный поверхностными группами кислорода, гидроксил-иона, и халькогенида, с общей формулой Mn+1C(N)nTx. Среди их применений особый интерес представляет разработка аппаратной реализации нейронной сети [4], и нейроморфных интерфейсов [5] с использованием MXene, объединяющих достижения в области материаловедения и компьютерных наук, электрохимии, биологии и нейрофизиологии.
В представленной работе были синтезированы MXene состава Ti3C2Tx с использованием различных интеркалятов и исследованы их структурные свойства с использованием методов растровой электронной микроскопии, рентгенофазного анализа, динамического рассеяния света, спектроскопии комбинационного рассеяния света, спектрофотометрии. На основе MXene путём послойного осаждения были созданы гибридные мемристивные системы, состоящие из частиц MXene, включённых в полиионные сборки архитектуры «разветвлённый полиэтиленимин ((C2H5N)n)/ полистиролсульфонат ((CH2CHC6H4SO3H)n)» – до 5 бислоёв, на проводящих подложках оксида индия-олова.
Показано, что описанный выше подход позволяет изготавливать гибридные запоминающие устройства с приемлемым напряжением переключения состояний сопротивления – Vset/Vreset в диапазоне 1,5 – 2 В, а так же, что путь синтеза MXene существенно влияет на электрические свойства мемристоров.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ №21-73-10185. Авторы выражают признательность программе microFellow Университета ИТМО за финансовую поддержку этого исследования.
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